
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. (a) Transfer curve and (b) retention characteristics 

of drain current and threshold voltage after application of 
±80 V for 300 sec for programming and erasing. 
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1. はじめに フローティングゲート (FG) 構造を有する有機トランジスタ (OFET) メモリは、簡

易的な構造でリライタブルな不揮発性メモリ特性が得られることから近年盛んに研究開発が行わ

れている。しかしながら、その作製には有機半導体、トンネル絶縁層、FG 電極、制御ゲート絶縁

膜の積層が必要であり、全ての層を塗布・印刷プロセスで作製することが難しいという問題があ

る。そこで我々は、塗布形成可能な電荷蓄積層として可溶性フラーレン誘導体 (PCBM) を分散し

た絶縁性ポリマー (PMMA) を用い、積層構造をトップゲート型とすることで、塗布プロセスで

FG 型 OFET メモリが作製できることを報告した[1]。本研究では、FG 電極として可溶性ペンタセ

ン (TIPS-pentacene) を用いたトップゲート OFET メモリの特性について報告する。 

2. 実験 ソース-ドレイン電極 (Cr/Au) を有するガラス基板上に poly(3-hexylthiophene) (P3HT) を

塗布した。電荷蓄積層を構成する TIPS-pentacene及び PMMA は P3HT層の直交溶媒である n-butyl 

acetate に対して高い溶解度を

有し、P3HT 層を溶解すること

なく積層が可能である。

TIPS-pentacene/PMMA溶液をス

ピンコートした後、制御ゲート

絶縁層 CYTOP を塗布により積

層した。最後に Al ゲート電極

を真空蒸着することで図 1(a)に

示すメモリ素子を作製した。 

3. 結果及び考察 図 2に PMMA:TIPS-pentacene=85:15 層を用いて作製した素子の消去・書込時の

伝達特性及びオンオフ状態のドレイン

電流 (ID) と閾値電圧 (Vth) の保持特性

を示す。図 1(b)のエネルギーダイアグラ

ムに示す様に TIPS-pentaceneは P3HTに

比べて低い LUMO 準位を有することで、

電子蓄積によるメモリ特性が得られる

ことが分かった。また、TIPS-pentacene

を FGに用いることで高濃度分散が可能

となり、大きな Vthシフトや長時間の電

荷保持特性が得られることが分かった。 

[1] 塩野他, 第63回応用物理学会春季学

術講演会 講演予稿集, 10-092 (2016).  
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Fig. 1. (a) Device structure of solution-processed top-gate OFET 
memory device and (b) energy band diagram at programming. 
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